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на автореферат диссертации Хашафа Мел Хамуд flepxeM

кСтрукryра и своЙства сверхпроводящих пленок YВа2СuзО7_6, пол}ч€нных
магнетрон ным расп ылением)), предста вленной на соиска н ие ученой степен и

кандидата физико-математических наук по специальности
01.04.07 - физи ка конденси рова нного состояния

Одно из важных направлений современной физики конденсирован1-1ого со-
стояния связано с разработкой и оптимизацией методов осаждения пленок высо-
котемпературньlх сверхпроводников (ВТСП) с заданными функциональными харак-
теристиками, необходимьlх мя активньlх элементов различньlх устройств твердо-
тельной электроники и электроэнергетики" В этой связи тема диссертационной ра-
боты А.Х.Д.Хашафа, направленная на изучение физики процесса формирования
пленок с требуемым качеством на различных поможках при распьлении мише-
ней, изготовленных разн ыми методами, является несомнен но акryальной.

В работе А.Х.Д" Хашафа выполнено экспериментальное исследование осо-
бенностей формирования cтpyкrypbl и электрофизических свойств сверхпроводя-

щих пленок YВа2СuзО7_5 нэ различных подложках, полученных методом магнетрон-
ного распыления керамических мишеней (микро- и наноструктурированных) при

различных значениях плотности тока разряда. Важный результат соискателя связан
с установлением оптимальных параметров режимов получения ВТСП пленок
YВа2СuзО7_6 рэспылением (горячихD мишеней, позволивших существенно увели-
чить скорость роста пленок в сравнении с методом, использующим (холодньlе))
мишени. Автором показано, что применение нанострукryрированньlх мишеней
позволяет существенно (почти в 7 раз) увеличить скорость роста пленок без ухуд-
шения их функциональных характеристик и, как следствие, повысить эффектив-
ность производства ВТСП слоев любоЙ толщины. Интересно, что в процессе полу-
чения пленок обнаружена зависимость яркости излучения плазмы от вида исполь-
зованноЙ мишени, что позволяет использовать спектр излучения магнетронноЙ
плазмьl для контроля процессов, происходящих при распьлении (горячих)) мише-
неЙ, включая анализ содержания ионизированных и неионизированных элементов
в плазме разряда.

Личный вклад автора подтверждается подробным изложением методиче-
ских вопросов с обсуждением особенностеЙ установки для синтеза ВТСП пленок
методом магнетронного распыления и вопросов оптимизации режимов получения
пленок на основе yва2сuзо7-5 с высокими значениями температуры перехода в

сверхпроводящее состояние. Хорошее впечатление оставляют результатьl иссле-
дования морфологии и своЙств пленок, полученных распылением мишенеЙ раз-
личного типа при различньlх плотностях тока магнетронного разряда. В целом, до_
стоверность представленных результатов и вьlводов не вызывает сомнений, по-
скольку исследования проведены на вьlсокотехнологичном оборудовании с при-
менением различных современных физико-химических методов на стандартизо-
BaHHblX установках.

К сожалению, автору не удалось избежать ряда замечаний и неточностей.



1) Из текста автореферата не ясно, как оценивалась плотность пленок
(например, на стр, 1_4), которая, согласно авторУ, определяет абсолютные значения
их эл ектросо п роти в ления.

2) На стр. 12 в качестве
дится плотность тока разряда,
только значения тока разряда"

3) В тексте единицы и3мерений физических величин указаньl на англий-
ском языке (mm, mA, V, Ра и т.д.), на стр. 1,4 и L7 встречаются комбинированные
обозначения (пм), на стр.18 ошибки в написаНии (Оm вместо Ohm), а для значений
ТКС не указана размерность (К-1).

4) Непонятно, к каким данньlм относится правая ось на рис.l-З.
сделанные замечания носят рекомендательный характер и не снижают

общей положительноЙ оценки диссертационноЙ работы А.х.д. Хашафа кСтруктура
и свойстВа сверхпРоводящиХ пленоК YВа2СuзО7_5, ПОЛ}Ч€нных магнетронным рас-
пылением). Р,иссертация А.х.д. Хашафа является квалификационным трудом,
направленным на ра3витие технологий получения новых нанострукryрированых
функциональньlх втсп материалов мя создания компонентов электронной техни-
ки и электроэнергетики. Результаты диссертационноЙ работы прошли апробацию
на международных и российских конференциях и опубликованы в 3 статьях в науч-
ных журналах из списка ВАк. Автореферат адекватно отражает суть проделанных
исследований, соответствует всем требованиям Положения Вдк России, предъяв-
ляемьlМ к кандиДатским диссертациям, а ее автор, А.х.д. Хашафа, заслуживает
присуждения ему учёной степени кандидата физико-математических наук по спе-
циал ьности 0 ]..04.07 - физика ко нденси ро ва н ного состоя н ия 
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технологического параметра в одном случае приво-
тогда как по всему тексту автореферата указываются
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